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本文描述了完全用 MOCVD法制作的阳极氧化物条形激光器的特性，并提出了几种易用

MOCVD 制作的新型激光器的结构。

用卧式方形反应器，采用 MOCVD 沽，在 7800C条件下，在阳极氧化物条形激光器中相

继生长 n-GaAs (n~3x 101 8cm- 3
) , N-GaAIAs (n~5 X 1017cm-勺，未掺杂的 GaAs(激活

层)， P-GaAlAs (p~3x 1017cm-勺， P-GaAs (p~2X 1019cm-3 )五个外延层。碳感应器被感

应加热。三甲基嫁(TMG)，三甲基铝(TMA)和氢中 5%的肿.一起被用作 E 族元素源，以代替

碑。晒化氢(H2Se)和二乙基辞(DEZ)分别用于 n 层和p 层掺杂。氢作为输运气体而流过。

所有气体的流速均由流量控制器控制。 所用的基片是 (100)掺硅的 GaAs 片 。 生长速 度是

0 . 1~0. 2μmjmin。典型的层厚是 n-GaAs: ~O. 7μm， N-GaAs: ~2. 5μm，未掺杂的GaAs :

~0. 15μ111 ， P- GaAIAs: ~2. 5μm， p-GaAs: ........0. "7p,mo GaAlAs 层的铝固态组分是 0 . 2~

0. 3 。

10μm 宽的保护膜是用光刻法制作在 p-GaAs 上，然后在 AGW 溶液中生长阳极氧化物

膜。在丙酣中完全去掉保护膜以后，蒸涂 Au-Zn 和 Au-Sn 分别形成 p 边和 n 边的欧姆接触。

单个激光器劈成 300μm 长，并将 p 边固定在涂金的小铜块上。这种激光器的阔值电流约为

220mA，宽接触式激光器的阁值电流密度约为1.2kAjcm2 。
下面描述用高阻 GaAIAs 的激光器。高阻 GaAIAs 对于同时在光学和电方面使用来说，

是很适合的材料，容易在低温 (7000C)生长，并且一旦暴露于空气，也易用 MOCVD 法在

GaA1As 上生民 GaAs 或 GaA1As。这与液相外延(LPE) 明显不同。

用 MOCVD 法制作的一些其它新型激光器的结柏， 元一电流特性和无致发光光谱将在报

告会上示出 .
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